1. jaki jest mechanizm przebicia złącza w stanie zaporowym
lawinowe powielanie nośników na bardzo małej objętości złącza, związanie z gwałtownym narastaniem prądu i napięcia; w efekcie powstają duże straty mocy, co pociąga za sobą wzrost temperatury tego małego wycinka złącza i w efekcie zniszczenie złącza
2. od jakich parametrów technologicznych zależy wytrzymałość napięciowa złącza
od niedoskonałości w strukturze krystalicznej krzemu i od nierównomierności nasycenia złącza odpowiednimi domieszkami; szerokość strefy złączowej, kształt przejścia półprzewodnik – zewnętrze (diody mocy szlifowane stożkowo), stopień odizolowania od otoczenia (warstwa półprzewodnika pokryta bardzo dobrym dielektrykiem, najczęściej dwutlenkiem krzemu)
3. od jakich parametrów technologicznych zależy spadek napięcia na przewodzącej strukturze złączowej
od użytego materiału półprzewodnikowego (krzem – 0.7V, german – 0.35V) tudzież od gęstości domieszkowania odpowiednich stref
4. od jakich parametrów technologicznych zależy czas wyłączania złącza
ładunek zgromadzony w złączu… stopień nasycenia…
5. podać aproksymację charakterystyki napięciowo – prądowej diody w stanie przewodzenia
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6. podać parametry napięciowe diod
najwyższe powtarzalne napięcie wsteczne Urrm, napięcie przebicia struktury złączowej Ubr, niepowtarzalne napięcie wsteczne Ursm (oznaczana dla maksymalnej temperatury pracy struktury złączowej), 
7. co to jest dioda Schotky’ego i jakie są jej charakterystyczne właściwości
dioda, w której zastosowano złącze metal – półprzewodnik typu N, mające właściwości podobne do złącza PN; złącze tworzy barierę potencjału (przechodzenie nośników z półprzewodnika do metalu); właściwości charakterystyczne – mniejszy niż w diodzie warstwowej spadek napięcia w stanie przewodzenia (około 0.35V), brak ładunku nadmiarowego w stanie przewodzenia, co pociąga za sobą szybsze czasy przełączenia – zastosowanie do prostowania prądów wysokiej częstotliwości; wady – niska wartość napięcia przebicia (około 100V, nigdy więcej)
8. narysować typowe przebiegi napięcia i prądu przy załączaniu i wyłączaniu diody

przy załączaniu:
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Przy wyłączaniu:
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9. wymienić podstawowe statyczne parametry katalogowe tranzystora bipolarnego
Uce0 – dopuszczalne napięcie kolektor – emiter przy rozwartym obwodzie bazy
Uce(sus) – dopuszczalne napięcie kolektor – emiter przy niezerowym prądzie kolektora
Ucev – dopuszczalne napięcie kolektor – emiter przy wstecznie spolaryzowanym złączu emiterowym i braku prądu kolektora
Ucb0 – dopuszczalne napięcie baza – kolektor przy rozwartym obwodzie emitera
Ic – znamionowy stały prąd kolektora
Icm – maksymalny powtarzalny prąd kolektora
Ib – maksymalny dopuszczalny prąd bazy
10. dlaczego stosuje się podział na segmenty struktury tranzystora
w celu zapewnienia równomiernego rozkładu prądu płynącego przez strukturę złączową oraz w celu wyeliminowania poprzecznego względem ruchu nośników pola elektrycznego
11. narysuj schemat zastępczy i podaj cechy struktury Darlingtona
schemat zastępczy : 

cechy struktury Darlingtona – w celu uzyskania dużego wzmocnienia napięciowego tranzystora bipolarnego dąży się do uzyskania jak najmniejszej koncentracji nośników w warstwie bazy, co pociąga niestety za sobą spadek wytrzymałości tranzystora na napięcia wsteczne. Układ Darlingtona pozwala na uzyskanie wzmocnienia napięciowego w przybliżeniu równemu β1 * β2 przy jednoczesnym dużym współczynniku wytrzymałości na napięcie wsteczne; układ montowany na jednym krysztale krzemu, czasami tranzystorów może być więcej
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Rysunek 3.6. Charakterystyki napigciowo-
pradowe diody przy polaryzacji w kierunku
preewodzenia
1~ charakierystyka rezystancii szeregowej,
2 charakterystyka ziacza idealnego,
1 charakterystyka wypadkowa




12. jak wzmocnienie tranzystora zależy od prądu kolektora
Ic = βIb => β = Ic / Ib i β jest parametrem katalogowym tranzystora
13. czym różni się nasycenie „twarde” od „quasi nasycenia” i jaki ma wpływ na parametry tranzystora
nasycenie twarde – najmniejsza możliwa wartość napięcia Uce;  prąd bazy dostosowany po oczekiwanego prądu kolektora (β Ib = Ic), najmniejsza możliwa jego wartość
duża wartość ładunku nadmiarowego w obszarze kolektora, co powoduje spore zwiększenie czasu (i trudności) wyłączenia tranzystora, i w związku z tym zmniejszenie dopuszczalnej częstotliwości przełączeń
quasi-nasycenie – wartość napięcia Uce trochę większa od wartości minimalnej; prąd bazy odrobinkę zwiększony względem prądu przy stanie nasycenia twardego; częściowe nasycenie obszaru dryftu nośnikami i w wyniku lekkie zmniejszenie rezystancji złącza kolektor – emiter, ale tylko do tego stopnia, żeby bariera potencjału nie była zbyt mała – wtedy wchodzi się w stan twardego nasycenia;
14. jak unikać nasycenia „twardego”
nie przeginać ze zmniejszaniem prądu bazy i napięcia Uce
15. czym różni się załączenie tranzystora przy „wolnej” i „szybkiej” diodzie rozładowczej
tak na logikę (patrząc na wykres parę pytań niżej) na diodzie „szybkiej” pojawia się większy prąd Irrm, co w efekcie daje większy prąd kolektora i wydłuża czas załączania tranzystora (generalnie wpływ niepożądany)

//niepewne
16. na czym polega „drugie przebicie” w tranzystorze
punktowe cieplne zniszczenie struktury tranzystora, spowodowane niejednorodnością struktury półprzewodnikowej, nierównomiernym rozkładem prądów w bazie oraz wypieraniem elektronów przez pole elektryczne powstające w obszarze bazy; następuje punktowe zwiększenie prądu w warstwie przewodzącej, co pociąga za sobą wzrost strat mocy, przegrzanie bardzo małego wycinka warstwy i w efekcie zniszczenie struktury tranzystora.
17. czym różnią się warunki przy których określane są FBSOA i RBSOA
FBSOA – front biased safe operating area – przy złączu emiterowym spolaryzowanym do stanu przewodzenia
RBSOA – rear biased safe operating area – przy złączu emiterowym spolaryzowanym wstecznie
SOA określa wartości napięcia Uce i prądu Ic, dla których tranzystor może być bezpiecznie włączony, bez ryzyka jego zniszczenia
18. narysuj przebiegi prądu, napięcia i mocy w tranzystorze podczas załączenia z uwzględnieniem przejściowego wstecznego prądu diody
prąd i napięcie :
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19. narysuj przebiegi napięcia, prądu i mocy podczas wyłączania tranzystora
prąd i napięcie : 
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20. od czego zależy wytrzymałość napięciowa tranzystora w stanie blokowania
jak w każdym złączu PN/NP, zależy od szerokości warstwy łączeniowej (w tym wypadku baza – kolektor (???) ), stopnia jej nasycenia nośnikami i temperatury struktury półprzewodnikowej
21. jak i po co stosujemy izolację sygnałów sterujących prądem bazy tranzystora
w celu zabezpieczenia tranzystora przed zniszczeniem – prąd bazy ma bardzo duży wpływ na punkt pracy tranzystora, a każdy jego skok, w szczególności w momencie przełączenia, może do takiego zniszczenia doprowadzić
22. obwody odciążające przy wyłączaniu i załączaniu tranzystora
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23. zabezpieczenie tranzystora przed przepięciami łączeniowymi
(???) rozdział 3.10
24. jak zabezpieczamy tranzystor przed zwarciem
(???) rozdział 3.10
25. narysuj szkic struktury MOSFET
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26. podstawowe charakterystyki statyczne MOS
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27. podaj pełny schemat zastępczy tranzystora MOS
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28. schemat zastępczy tranzystora MOS przy opisie właściwości dynamicznych
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29. dlaczego tranzystory MOS można łączyć równolegle
(???)
30. podać przebiegi prądów i napięć przy wyłączaniu i załączaniu tranzystora MOS
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Rysunek 3.61. Przebiegi napiet i pradéw tranzystora MOS: 8) przy zalaczaniu; b) prey wylaczaniu




31. podać podstawową charakterystykę prądowo – napięciową tyrystora z uwzględnieniem prądu bramki
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32. jakie są podstawowe parametry dynamiczne „zwykłego” tyrystora
tq – czas wyłączenia; czas od przejścia prądu tyrystora przez zero do pojawienia się napięcia blokowania
tqt – czas załączenia
(dUd/dt)crit – krytyczna stromość narastania napięcia blokowania (jak zbyt duża, doprowadza do niekontrolowanego załączania tyrystora); zwiększana poprzez stosowanie zwarć warstwy P z doprowadzeniem katody
(dit/dt)crit – krytyczna wartość prądu przewodzenia
Qrr – ładunek przejściowy
Irmm – wartość szczytowa przejściowego prądu wstecznego
33. podać charakterystyki prądowo-napięciowe bramki tyrystora
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część a) to : obszar niezałączania (w stronę osi od linii ciągłych), w którym żaden z tyrystorów danego typu się nie załączy; obszar załączenia (wewnątrz linii ciągłych), w którym wszystkie tyrystory danego typu się załączą 
część b) to obszar możliwych załączeń – w zależności od temperatury, prądu i napięcia tyrystory danego typu mogą się załączyć

34. podaj przebiegi napięcia i prądu przy wyłączaniu GTO
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Udp – pierwsze przepięcie
Ud – napięcie na tyrystorze
it – prąd tyrystora
Itqt – początkowa wartość prądu ogona (???)
Urgm – napięcie przebicia złącza bramka - katoda
35. podaj szkic struktury GTO
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36. jak zabezpieczamy GTO przed zwarciami
GTO można zabezpieczyć przed przepięciami bezpiecznikiem topikowym szybkim oraz tak jak inne elementy złączowe układami przeciwzwarciowymi
37. podaj szkic struktury IGBT
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Rysunek 3.68. Sakic struktury zlgczowej
tranzystora IGBT

£ — emiter (0~ dren), C - kolekior

(8~ Zédio), G - bramka





38. jak obliczamy straty przewodzenia w łącznikach półprzewodnikowych
P = U * Iav + rf * Irms ^2
gdzie Iav – wartość średnia prądu płynącego przez diodę
Irms – wartość skuteczna prądu płynącego przez diodę
rf – rezystancja dynamiczna
U – napięcie na diodzie przy prądzie o wartości zadanej (to już wiemy jak się liczy ;) ) 
39. jak obliczamy straty łączeniowe w łącznikach półprzewodnikowych
do tego można użyć równań z diody – było nie było, sama kwintesencja łącznika półprzewodnikowego 
starty łączeniowe: //energia tracona przy pojedynczym załączeniu prądu o wartości Ifz
Wz = 0.4 Ufmax * Ifz * tz, gdzie U – przepięcie na złączu, przy pojawieniu się prądu I, t – czas trwania przepięcia,
40. jak obliczamy przyrosty temperatury w strukturze półprzewodnikowej
∆Tj=Pstr(Rthj-c+Rthc-r+Rthr-a), gdzie Pstr – ustalona wartość strat mocy wydzielanych w półprzewodniku, 
Rth j-c – rezystancja cieplna wewnętrzna między pastylką półprzewodnika a obudową elementu, 
Rth c-r – rezystancja cieplna przejścia (styku) między obudową a radiatorem, 
Rth r-a  - rezystancja cieplna między radiatorem a czynnikiem chłodzącym
41. jakie składowe mocy strat można wyróżnić w elementach magnetycznych
straty mocy na histerezę (na pokonanie trudności w magnesowaniu materiału magnetycznego, czyli mądrze pisząc na zmianę orientacji domen magnetycznych w magnetyku) i straty mocy na prądy wirowe (wynikiem zmiennego pola magnetycznego [wywoływanego przez przepływający przez uzwojenie prąd zmienny] indukują się wirowe prądy w magnetyku; straty na prądy wirowe to inaczej ciepło wydzielające się w materiale w czasie magnesowania)
42. od czego zależą straty mocy w strukturach magnetycznych
//patrz nawiasy wyżej
43. po co stosuje się w dławikach szczelinę
Obecność szczeliny powoduje pochylenie zastępczej charakterystyki magnesowania obwodu magnetycznego, co oznacza, że zastępcza przenikalność magnetyczna – o której decyduje długość szczeliny – ulega zmniejszeniu. Ułatwia to znacznie projektowanie dławika o zadanych wartościach indukcyjności i maksymalnego prądu, przy którym nie wystąpi nasycenie rdzenia. Jednocześnie uzyskuje się linearyzację obwodu magnetycznego i tym samym stałość wartości indukcyjności w funkcji prądu.
44. jakie podstawowe typy kondensatorów można wyróżnić
elektrolityczne, poliestrowe, ceramiczne, powietrzne
ewentualnie drugi podział:

a) kondensatory nie spolaryzowane – mogące pracować przy dowolnej polaryzacji napięcia okładki

b) kondensatory spolaryzowane (elektrolityczne – dla których ze względu na procesy elektrochemiczne w nich zachodzące jest dopuszczalny wyłącznie jeden sposób polaryzacji)
45. jak obliczyć straty mocy w kondensatorze
tangens kąta stratności => tan (1/RωC) //wynika z rzeczywistego modelu kondensatora
46. budowa, charakterystyka prądowo – napięciowa i parametry warystora
parametry – rezystancja zależna od napięcia płynącego przez element; współczynnik ujemny => im większe napięcie, tym mniejszy opór
//uzupełnić
47. budowa i parametry bezpiecznika topikowego szybkiego 
//krzynkę niepewne
budowa : 
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parametry :
- zdolność wyłączania wkładki topikowej – największa skuteczna wartość prądu spodziewanego, którą wkładka jest w stanie przerwać przy określonym napięciu w danych warunkach użytkowania w taki sposób, że nie jest utrudniona jej późniejsza wymiana bądź nie stwarza zagrożenia obsłudze
- prąd spodziewany – wartość skuteczna prądu, który popłynie w obwodzie gdy bezpiecznik zostanie zastąpiony elementem o pomijalnej impedancji
- prąd ograniczony – największa chwilowa wartość jaką osiąga prąd wyłączeniowy wkładki
